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１．概要（Summary） 

SiO2自立薄膜の面方向熱伝導率を測定し、表面フォ

ノ ンポラリトン(1)(2)による熱輸送の増加を実験的

に証明することを目的とし、北九州産業学術推進機構

共同研究開発センターの設備を利用して酸化シリコ

ンの自立膜を作製した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー描画装置、両面マスクアライナ膜厚測定器、 

PECVDリアクティブイオンエッチャー、酸化炉 

【実験方法】 

Si 基板にドライ熱酸化を用いて酸化膜を成膜し、 

PECVD を用いて保護膜となる窒化膜を成膜した。フ

ォトマスクのパターンをサンプルの裏面に転写する

ことによって Fig.1 に示すような工程で酸化膜の一

部を自立薄膜とした。 

 作製したサンプルを研究室に持ち帰り、金属細線を

蒸着した。その金属細線に電流を印加して、印加電力

と温度上昇を測定する。中央に熱源のある自立薄膜の

熱伝導方程式を解き、実験結果と比較することで熱伝

導率を計算する。(3)  

３．結果と考察（Results and Discussion） 

印加した電力と細線の温度上昇のグラフを Fig.2 に記

す。酸化シリコン横の数字はその膜厚である。 

150nmの熱伝導率は 0.95[Wm-1K-1]、500nmの熱伝

導率は 1.38[Wm-1K-1]となった。バルクの熱伝導率は

1.38[Wm-1K-1]であることから、値のデータを計測すること

ができた。今後は MEMS 技術で金属細線を作製し、計

測の精度を向上させる。 
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Fig. 1 Microfabrication process of SiO2 

free-standing thin film. 
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Fig. 2 Heater temperature rise as a function of the 

input heating power. 


